
17.ナノカーボン 

 

「ナノカーボン」では，今回分科内シンポジウムも含め，計 175 件の発表があった．内訳は

カーボンナノチューブ(CNT)関連が 51 件，グラフェン関連が 110 件，その他が 14 件であった．

各中分類，及びポスター，シンポジウムの件数の内訳を図１に示す．CNT 関連が減少しグラフ

ェン関連が増加する，という傾向が続いている．グラフェン関連は CNT 研究の初期のころと同

様，成長技術や基礎物性評価に関するものが多いが，今後デバイス応用など，応用関連の発表が

増えることを期待したい．また今回は「2 次元層状物質の合成・評価技術」というテーマで分科

内シンポジウムを行った．その中では，グラフェンの他，シリセンや遷移金属ダイカルゴゲナイ

ドに関する講演が行われた．今後，異種二次元材料のヘテロジャンクションを用いたデバイスの

研究などが進展することを期待する．以下，ポスターセッション，及び各中分類分科の口頭発表

に関し簡単にまとめる． 

【ポスターセッション】 

今回は 48 件のポスター発表があり，ポスターアワード新設の効果もあってか高いレベルのも

のが多かった．本分科ではポスターセッションの前にショートプレゼンテーション行っているが，

多数のポスター講演の概略を効率よく把握できる点で，極めて有用だと感じた．セッション中は，

ほとんどのポスターで終始質問者が途切れない程の盛況ぶりであり，通常の口頭発表では考えら

れないような細部にわたる質問にも丁寧に答える発表者の姿が印象的であった． 

【17.1 成長技術】 

CNT 関連の発表は減少傾向ではあるものの，成長制御から応用まで幅広く議論が行われた．

特に，これまでも検討されていた LSI 配線への応用について高アスペクト比ビア内への成長の

実現や温度勾配制御による高密度 CNT の成長など，実用化に向けた取り組みが報告された．ま

た，触媒としてナノダイヤを用いた CNT の成長について成長駆動力との関係について深く検討

されたことが目を引いた． 

グラフェンの合成に関しては，産業応用で求められている転写不要のグラフェン形成方法につ

いて，フラックス法や PECVD による直接成膜など 6 件の報告があり，今後の実用化へ向けた

取り組みが期待される．また，酸化グラフェンの触媒金属（Pd フォイル，Cu 単結晶）や溶液

中のラジカル反応を用いた還元，構造回復の報告や電気化学的剥離による高品質なグラフェン合

成の報告などがあり，高品質・大量合成技術で進展が見られた． 

グラフェン CVD に関し，成長時の Cu 基板の蒸発に関して，グラフェンが成長し覆うと蒸発

速度が遅くなることが報告された．Cu の蒸発に対する定量評価はこれまで行われていなかった

ので，今後良い指針になる可能性がある．また MgO 上 Ni のエッジにリボン状にグラフェンが

成長することが報告され，成長メカニズムに対して多くの議論があった．  

【17.2 構造制御・プロセス】 

CNT 関連で 3 件，グラフェン関係で 8 件の報告があった．奨励賞記念講演では，ゲルを利用

した CNT の半金分離について，熱力学的な視点からそのメカニズムが説明された．そのほか分
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